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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

先 端 デ バ イ ス開発 の ために、ナノプ ロ セ シ ン グ 施設を 利 用させて頂いた。
【NPF015】酸アルカリドラフトチャンバー_右、【AT-025】スパッタ成膜装置
（芝浦）、【AT-093】高速電子ビーム描画装置（エリオニクス）、【AT-082】化
合物半導体エッチング装置（ICP-RIE）を使用させて頂き配線パターンのあるデバ
イスを作製して、所望する抵抗値になるように分流実験などを行いながら開発を進
め、無事所望する抵抗値のデバイスを作製出来ました。

実験
Experimental

4インチSiウェハを使用して、【NPF015】酸アルカリドラフトチャンバー_右にて
希フッ酸によるウェハ洗浄を行い、純水で流水洗浄後、【AT-025】スパッタ成膜
装置（芝浦）にてAlスパッタ膜をスパッタリングして、レジスト膜を塗布した後に、
【AT-093】高速電子ビーム描画装置（エリオニクス）にて寸法パターンが異なる
パターニングを実施して、現像を行った後に、【AT-082】化合物半導体エッチン
グ装置（ICP-RIE）にて金属パターンのエッチングを行い、レジスト除去後パター
ンが出来ているか確認した。2層目のパターンをスパッタ装置から行い、EB描画露
光装置、ICPドライエッチング装置にてAl膜のエッチングをしてから、レジスト除
去してデバイスパラメータで抵抗値を測定した。

結果と考察
Results and Discussion

当初、EBレジストを原液のまま使用していたが、Al膜のパターニングのため現像時
にTMAH2.38％に溶解してしまいパターン崩れが発生した。EBレジストを半分に薄
くすることで膜厚も300nmから150nmになったが、パターンは綺麗に出来ており
ドーズ量も問題なかった。また、化合物半導体エッチング装置（ICP-RIE）のCl2の
ガス流量が多すぎるとAlのサイドエッチが進むことから、Cl2のガス流量を減らすこ
とでサイドエッチの抑制が出来た。これによりパターンの配線が細くなることが無
くなり抵抗値が安定したと考えられる。
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